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Реферат:
1. Дослідження присвячене вивченню процесів дефектно-домішкової взаємодії, які протікають в кремнії,
легованому оловом та вуглецем, під дією іонізуючого опромінення та подальших термообробок.
Встановлено, що домішкові атоми Sn в опроміненому кремнії при відпалі ефективно взаємодіють з
міжвузельним вуглецем з утворенням центрів "міжвузловинний вуглець + олово". Експериментально
показано, що центри можуть існувати в двох структурних конфігураціях з різною термічною стабільністю.
Оцінено ефективність взаємодії міжвузельного вуглецю з оловом. Змодельовано енергетичну структуру
виявленого дефекту. Встановлено, що олово значно впливає на дифузію центрів "вакансія + кисень" в кремнії.
Дифундуючі при відпалі центри "вакансія + кисень" ефективно взаємодіють з домішковими атомами Sn з
утворенням нових дефектів "олово + вакансія + кисень". Для виявлених центрів визначено енергію активації
відпалу. Показано, що в кремнії n-типу легування оловом призводить до зниження радіаційної стійкості, тоді
як в кремнії p-типу наявність олова може призводити до її зростання. Визначено діапазон доз опромінення
та концентрацій мілких акцепторів, при яких Si:Sn p-типу є більш радіаційно стійким, ніж Si.



2. The research is devoted to an investigation of defect-impurity interaction occurred in silicon doped with tin and
carbon upon ionizing irradiation and following thermal treatments. It have been found that substitutional Sn atoms
effectively interact with the interstitial carbon during annealing of the irradiated silicon and in result the
"interstitial carbon + tin" centres form. It was shown experimentally, that these centres may exist in two structural
configurations with various thermal stability. The efficiency of interaction of interstitial carbon with tin atom was
evaluated and the energy structure of found defect was modelled. Tin atom was found to affect appreciably the
diffusion process of "vacancy + oxygen" centres in silicon. Diffused upon annealing "vacancy + oxygen" centres
effectively interact with Sn atoms and new centres "tin + vacancy + oxygen" are created. The annealing activation
energy of the new centres was determined. It was shown, that doping of n-type silicon by tin causes the decrease
of Si radiation hardness, whereas in p-type silicon the doping with tin may leads to the increase of radiation
stability. The irradiation doses and shallow acceptor concentrations, at which Si:Sn is more radiation stable than
Si, were determined.
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